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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陰極として機能する下部電極（２０）の上に、有機ＥＬ材料からなる発光層（３１）、
ホール注入層（４０）、陽極として機能する上部電極（５０）を順次形成してなる有機Ｅ
Ｌ素子において、
　前記上部電極は、スパッタ法で形成されたものであって、可視光を透過するものであり
、
　前記ホール注入層は、電子受容性を有する遷移金属系の酸化物からなる無機膜で構成さ
れており、前記ホール注入層（４０）の直下に位置する下地層として、ホール輸送層（３
３）としての銅フタロシアニンからなる有機膜が形成されていることを特徴とする有機Ｅ
Ｌ素子。
【請求項２】
　前記遷移金属系の酸化物からなる無機膜および前記銅フタロシアニンからなる有機膜は
、蒸着してなる蒸着膜であることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項３】
　前記銅フタロシアニンからなる有機膜を第１のホール輸送層（３３）とし、前記第１の
ホール輸送層（３３）の直下に、第２のホール輸送層（３２）としての前記銅フタロシア
ニンとは別の有機物からなる有機膜が形成されていることを特徴とする請求項１または２
に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項４】
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　前記下部電極（２０）と前記発光層（３１）との間には電子輸送層（３０）が設けられ
ており、
　前記発光層（３１）と前記電子輸送層（３０）との間には、前記発光層（３１）から前
記電子輸送層（３０）へのホールの突き抜けを防止するホールブロック層（６０）が設け
られていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一つに記載の有機ＥＬ素子。
【請求項５】
　前記ホール注入層（４０）は、２ｎｍ以上２０ｎｍ以下の厚さであることを特徴とする
請求項１ないし４のいずれか一つに記載の有機ＥＬ素子。
【請求項６】
　前記遷移金属系の酸化物は、酸化バナジウム、酸化モリブデンおよび酸化ルテニウムか
ら選択されるものであることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一つに記載の有機
ＥＬ素子。
【請求項７】
　前記ホール注入層（４０）は、無機物のルイス酸もしくは有機物のルイス酸が添加され
たものであることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか一つに記載の有機ＥＬ素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は、自己発光のため視認性に優れ、かつ、数Ｖ～数十Ｖの低電圧駆動が可
能なため駆動回路を含めた軽量化が可能である。そこで薄膜型ディスプレイ、照明、バッ
クライトとしての活用が期待できる。
【０００３】
　このような有機ＥＬ素子は、一般に、基板の上に下部電極、有機ＥＬ材料からなる発光
層、上部電極を順次形成してなり、下部電極をＩＴＯ（インジウムチンオキサイド）等の
透明導電膜等からなる陽極として機能させ、上部電極を金属膜等からなる陰極として機能
させて発光層に電荷を注入し、発光を行うようにしている。そして、この一般的な構成で
は、発光層の光は下部電極側から取り出される。
【０００４】
　このような一般的な構成に対して、上部電極をＩＴＯ等からなる透明電極として可視光
を透過するものとし、発光層からの光を上部電極側から取り出す構成にしたものがある。
このような構成はいわゆるトップエミッション構造といわれている。
【０００５】
　このトップエミッション構造を採用する場合、パネル全体が透明であるデバイスを形成
することが可能である。また、トップエミッション構造にすることで、アクティブ駆動で
問題となる開口率の向上が見込まれ、輝度低下特性の優れたデバイスも形成可能である。
【０００６】
　この開口率の向上について具体的に述べると、アクティブ駆動では、各画素毎に下部電
極の下側に画素駆動用のＴＦＴ（薄膜トランジスタ）が設けられるが、下部電極側から光
の取り出しを行う場合、画素中にＴＦＴが占める領域では光が透過せず、その領域の分、
開口率が小さくなる。
【０００７】
　しかし、上部電極側から光の取り出しを行う場合、ＴＦＴの領域に関係なく光を取り出
すことができ、開口率低下の問題は回避される。
【０００８】
　従来では、このようなトップエミッション構造の場合、通常、下部電極側を陽極として
機能させ、上部透明電極を陰極として機能させる構成としている（例えば、特許文献１参
照）。そのために、陰極である透明電極からの電子注入特性をいかに向上させるかがポイ
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ントであった。
【０００９】
　上記した一般的な構成では、陰極はＡｌ（アルミニウム）等の金属である。例えばＡｌ
の仕事関数は３．８ｅＶ程度なので、上記の一般的な構成では、適切な電子注入電極すな
わち陰極が実現できている。しかし、ＩＴＯ等の透明電極を陰極とする場合、例えば、Ｉ
ＴＯの仕事関数は５ｅＶ程度であるので電子注入性に劣るものとなる。
【００１０】
　この問題を回避するために、最近、トップエミッション構造において、下部電極を陰極
として機能させ、上部透明電極を陽極として機能させるものが、数は少ないものの提案さ
れている（非特許文献１参照）。
【００１１】
　この非特許文献１のなかで、上部透明電極を陽極として利用する場合の課題として、上
部透明電極からのホールの注入が問題となることが明らかにされている。これは、陽極の
仕事関数の不整合によってホールの注入が行われにくくなることが原因であるとされてい
る。
【００１２】
　具体的には、上記の一般的な構成において、下部透明電極を陽極として用いる場合には
、下部透明電極を形成した後、その電極をＵＶ（紫外線）やプラズマを用いた表面処理等
によって表面改質（酸化）をすることが可能である。それによって、陽極である下部透明
電極の仕事関数を大きくして、ホールの注入障壁を小さくすることが可能である。
【００１３】
　しかし、上記非特許文献１に記載のトップエミッション構造のように、上部透明電極を
陽極として利用する場合は、有機膜の上に直接、上部透明電極を形成することになる。そ
のため、上述した表面改質の手法が、陽極である上部透明電極に対して使用できず、上部
透明電極のホールの注入障壁が大きいままであり、ホール注入効率が非常に小さくなる。
【００１４】
　これに対して、さらに、上記非特許文献１では、ペンタセンという非常に導電率の高い
有機材料を、ホール注入層として上部透明電極の下地に４０ｎｍ程度形成することで、ホ
ール注入効率が向上することが述べられている。
【特許文献１】特表２０００－５０７０２９号公報
【非特許文献１】Ｔ．Ｄｏｂｂｅｒｔｉｎ、外８名，「Ｉｎｖｅｒｔｅｄ　ｔｏｐ－ｅｍ
ｉｔｔｉｎｇ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅｓ　ｕｓｉ
ｎｇ　ｓｐｕｔｔｅｒ－ｄｅｐｏｓｉｔｅｄ　ａｎｏｄｅｓ」，ＡＰＰＬＩＥＤ　ＰＨＹ
ＳＩＣＳ　ＬＥＴＴＥＲＳ，（米国），ＶＯＬＵＭＥ２，ＮＵＭＢＥＲ２，ｐ．２８４－
２８６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ところで、上記非特許文献１に記載のトップエミッション構造において、上部透明電極
を形成する場合、すなわち上部電極としてＩＴＯ等の透明導電膜を成膜する場合には、通
常スパッタ法が用いられる。
【００１６】
　しかしながら、この場合、そのスパッタ時に下地の有機膜すなわちホール注入層である
ペンタセンが熱やイオンによりダメージを受けて、ホール注入性が低下することが問題と
なる。
【００１７】
　本発明は上記問題に鑑み、陰極として機能する下部電極の上に、有機ＥＬ材料からなる
発光層、ホール注入層、陽極として機能する上部電極を順次形成してなるトップエミッシ
ョン構造の有機ＥＬ素子において、上部電極を形成する際のホール注入層のダメージを抑
制し、高いホール注入効率の確保を実現することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、陰極として機能する下部電極（
２０）の上に、有機ＥＬ材料からなる発光層（３１）、ホール注入層（４０）、陽極とし
て機能する上部電極（５０）を順次形成してなる有機ＥＬ素子において、前記上部電極は
、スパッタ法で形成されたものであって、可視光を透過するものであり、前記ホール注入
層は、電子受容性を有する遷移金属系の酸化物からなる無機膜で構成されており、前記ホ
ール注入層（４０）の直下に位置する下地層として、ホール輸送層（３３）としての銅フ
タロシアニンからなる有機膜が形成されていることを特徴としている。
　本発明は、実験的に見出されたものであり、本発明のホール注入層（４０）は、無機材
料からなる無機膜で構成されているため、有機膜からなる従来のホール注入層に比べて熱
やイオンによるダメージを受けにくい。また、電子受容性を有するのでホール注入層とし
て適切に機能する。
　よって、本発明によれば、陽極として機能する透明な上部電極（５０）を有するトップ
エミッション構造の有機ＥＬ素子において、上部電極（５０）を形成する際のホール注入
層（４０）のダメージを抑制し、高いホール注入効率の確保を実現することができる。ま
た、本発明では、ホール注入層（４０）は、遷移金属系の酸化物からなるものであるが、
一般に酸化物は絶縁性であるが、遷移金属系の酸化物は電子受容性を有するため、ホール
注入層として適切に機能する。そのため、ホール注入層（４０）を構成する無機材料とし
て、遷移金属系の酸化物を採用することができる。さらに、本発明では、ホール注入層（
４０）の直下に位置する下地層として、ホール輸送層（３３）としての銅フタロシアニン
からなる有機膜が形成されているが、ホール注入層（４０）としてはイオン化ポテンシャ
ルが小さい方が、陽極である上部電極（５０）からホール注入層（４０）を介して発光層
（３１）へ、ホールが注入されやすい。その点、銅フタロシアニンは比較的イオン化ポテ
ンシャルが小さいので、上部電極（５０）から発光層（３１）へのホールの注入がスムー
ズになる。さらに、銅フタロシアニンは、アモルファスではなく結晶性の膜であるので、
有機膜に比べて銅フタロシアニン膜自体が熱に対して安定である。そのため、銅フタロシ
アニン膜の上に位置し無機膜であるホール注入層（４０）が、高温で剥離しにくいものに
なる。
　また、請求項２に記載の発明では、遷移金属系の酸化物からなる無機膜および銅フタロ
シアニンからなる有機膜は、蒸着してなる蒸着膜であることを特徴としている。
　また、請求項３に記載の発明では、銅フタロシアニンからなる有機膜を第１のホール輸
送層（３３）とし、第１のホール輸送層（３３）の直下に、第２のホール輸送層（３２）
としての銅フタロシアニンとは別の有機物からなる有機膜が形成されていることを特徴と
している。
【００２１】
　請求項４に記載の発明では、下部電極（２０）と発光層（３１）との間には電子輸送層
（３０）が設けられており、発光層（３１）と電子輸送層（３０）との間には、発光層（
３１）から電子輸送層（３０）へのホールの突き抜けを防止するホールブロック層（６０
）が設けられていることを特徴とする。それによれば、発光層（３１）から電子輸送層（
３０）へのホールの突き抜けを防止することができる。また、請求項５に記載の発明では
、前記ホール注入層（４０）は、２ｎｍ以上２０ｎｍ以下の厚さであることを特徴とする
。
【００２２】
　ホール注入層（４０）が薄すぎると、上部電極形成時にダメージが入りやすくホール注
入層として機能しにくく、厚すぎると、ホール注入層中のホール移動の抵抗成分が大きく
なり、ホール注入効率が低下しやすい。本発明者の検討によれば、ホール注入層（４０）
が２ｎｍから２０ｎｍの膜厚であり、好ましくは３ｎｍから１０ｎｍ程度であればよい。
【００２５】
　具体的に、遷移金属系の酸化物としては、請求項６に記載の発明のように、酸化バナジ
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ウム、酸化モリブデンおよび酸化ルテニウムから選択されるものを採用することができる
。
【００２６】
　また、請求項７に記載の発明のように、ホール注入層（４０）は、無機物のルイス酸も
しくは有機物のルイス酸が添加されたものとしてもよい。それによれば、電子受容性が高
まり、ホール注入性のさらなる向上が実現できる。

【００２７】
　具体的に、無機物のルイス酸としては塩化第二鉄等が挙げられ、有機物のルイス酸とし
てはＤＤＱ（ジシアノージクロロキノン）、ＴＮＦ（トニトロノフルオレノン）、ＴＣＮ
Ｑ（テトラシアノキノジメタン）等が挙げられる。
【００３１】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示す一例である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明を図に示す実施形態について説明する。なお、以下の各実施形態相互にお
いて、同一の部分には図中、同一符号を付してある。
【００３３】
　（第１実施形態）
　図１は本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ素子Ｓ１の概略断面構成を示す図である。
基板１０は、可視光を透過可能な基板つまり透明基板であり、ガラスや透明樹脂からなる
。本例では、基板１０はガラス基板１０である。
【００３４】
　ガラス基板１０の上に、陰極として機能する下部電極２０が形成されている。本例では
、下部電極２０は、１００ｎｍ程度の厚さの反射電極として銀とマグネシウム（Ａｇ－Ｍ
ｇ）を９：１で共蒸着した層からなる。
【００３５】
　下部電極２０の上には、有機ＥＬ材料からなる発光層３１を含む有機層３０、３１、３
２、３３が形成されている。これら有機層３０～３３は一般的な有機ＥＬ素子に用いられ
るホール輸送性材料、電子輸送性材料、蛍光色素等を採用することができる。
【００３６】
　本例では、図１において下部電極２０の直上に位置する電子輸送層３０は、アルミキノ
リノール（Ａｌｑ３）を２０ｎｍ蒸着した層からなり、その上に位置する発光層３１は、
Ａｌｑ３を４０ｎｍ蒸着した層からなる。
【００３７】
　また、その上に位置するホール輸送層３２、３３は２層構成となっており、下から順に
、αーナフチル・フェニル・ベンゼン（α－ＮＰＤ）を４０ｎｍ蒸着してなるホール輸送
層３２、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を１５ｎｍ蒸着してなるホール輸送層３３となっ
ている。
【００３８】
　ホール輸送層３３の上には、ホール注入層４０が形成されている。本実施形態では、ホ
ール注入層４０は、無機材料を含むものであって電子受容性を有するものである。そして
、ホール注入層４０は、２ｎｍ以上２０ｎｍ以下の厚さであることが好ましい。
【００３９】
　このようなホール注入層４０は、無機材料として遷移金属系の酸化物を含むものにする
ことができる。具体的に、遷移金属系の酸化物としては、酸化バナジウム、酸化モリブデ
ンおよび酸化ルテニウム等から選択されるものを採用することができる。
【００４０】
　本例では、ホール注入層４０は、酸化バナジウム（Ｖ2Ｏ5）を５ｎｍ蒸着してなる層と
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している。そして、ホール注入層４０の上には、陽極として機能する上部電極５０が形成
されている。本例では、上部電極５０は厚さ１５０ｎｍのＩＴＯとしている。
【００４１】
　このような有機ＥＬ素子Ｓ１は、例えば、次のようにして製造される。ガラス基板１０
の上に、蒸着法により、厚さ１００ｎｍのＡｇ－Ｍｇからなる下部電極２０を形成し、Ａ
ｌｑ３を２０ｎｍ蒸着し、さらに４０ｎｍ蒸着して電子輸送層３０、発光層３１を形成す
る。
【００４２】
　さらに、その上にα－ＮＰＤを４０ｎｍ蒸着し、ＣｕＰｃを１５ｎｍ蒸着してホール輸
送層３２、３３を形成し、その上に、酸化バナジウム（Ｖ2Ｏ5）を５ｎｍ蒸着してホール
注入層４０を形成する。
【００４３】
　そして、スパッタ法により厚さ１５０ｎｍのＩＴＯ膜からなる上部電極５０を形成する
。ここで、スパッタ条件は、プラズマパワーは５ｎｍ／ｍｉｎ（パワー：５００Ｗ程度）
、アルゴンガスも微量の酸素を導入して成膜することができる。こうして、上記した本例
の有機ＥＬ素子Ｓ１ができあがる。
【００４４】
　ところで、本実施形態のホール注入層４０は、無機材料を含むものであるため、上記し
たペンタセンのような有機膜からなる従来のホール注入層に比べて熱やイオンによるダメ
ージを受けにくい。また、電子受容性を有するのでホール注入層として適切に機能する。
【００４５】
　よって、本実施形態によれば、陽極として機能する透明な上部電極５０を有するトップ
エミッション構造の有機ＥＬ素子Ｓ１において、上部電極５０を形成する際のホール注入
層４０のダメージを抑制し、高いホール注入効率の確保を実現することができる。
【００４６】
　また、上述したように、ホール注入層４０は、２ｎｍ以上２０ｎｍ以下の厚さであるこ
とが好ましいが、これは、ホール注入層４０が薄すぎると、上部電極５０の形成時にダメ
ージが入りやすくホール注入層として機能せず、厚すぎると、ホール注入層４０中のホー
ル移動の抵抗成分が大きくなり、ホール注入効率が低下するためである。
【００４７】
　本発明者の検討によれば、ホール注入層４０が２ｎｍから２０ｎｍの膜厚であり、好ま
しくは３ｎｍから１０ｎｍ程度であればよい。
【００４８】
　また、上述したように、ホール注入層４０に含まれる無機材料として遷移金属系の酸化
物を採用できるが、これは、一般の酸化物が絶縁性であるのに対して、遷移金属系の酸化
物は電子受容性を有するため、ホール注入層として適切に機能するためである。
【００４９】
　本実施形態の有機ＥＬ素子Ｓ１の効果について、具体的に述べる。上記したガラス基板
１０の上に、Ａｇ－Ｍｇからなる下部電極２０、Ａｌｑ３からなる電子輸送層３０、発光
層３１、それぞれα－ＮＰＤ、ＣｕＰｃからなるホール輸送層３２、３３、Ｖ2Ｏ5からな
るホール注入層４０、ＩＴＯ膜からなる上部電極５０を順次形成してなる有機ＥＬ素子Ｓ
１を形成した。
【００５０】
　この有機ＥＬ素子Ｓ１については、色度座標（０．３２０、　０．６３）の緑色発光が
得られることを確認した。そして、この有機ＥＬ素子Ｓ１の発光特性を調べた結果を図２
に示す。図２では、比較例として図１においてホール注入層４０の無い構成とした素子に
ついての発光特性も並記してある。
【００５１】
　本実施形態の有機ＥＬ素子Ｓ１によれば、図２に示すように、その発光特性として、６
０ｍＡ／ｃｍ2で１０００ｃｄ／ｍ2の高輝度な素子が得られた。また、発光効率は、図２
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中のグラフ線の傾きから求められるが、本実施形態では、ホール注入層４０の無い比較例
の素子と比べて、発光効率は２倍の１．６ｃｄ／Ａに向上した。また、本実施形態では発
光面もムラは無く良好であった。
【００５２】
　さらに、上記した本実施形態の例では、ホール注入層４０の直下に位置する下地層とし
て、ホール輸送層３３としてのＣｕＰｃからなる膜が形成されていることも特徴である。
【００５３】
　ホール注入層４０としてはイオン化ポテンシャル（Ｉｐ）が小さい方が、陽極である上
部電極５０からホール注入層４０を介して発光層３１へ、ホールが注入されやすい。その
点、ＣｕＰｃは比較的Ｉｐが小さいので、上部電極５０から発光層３１へのホールの注入
がスムーズになる。
【００５４】
　ちなみに、上記した本実施形態の例において、ＩＴＯからなる上部電極５０のＩｐは４
．７～４．８ｅＶ、Ｖ2Ｏ5からなるホール注入層４０のＩｐは５．３ｅＶ、ＣｕＰｃから
なるホール輸送層３３のＩｐは５．３ｅＶ、α－ＮＰＤからなるホール輸送層３２のＩｐ
は５．４ｅＶであり、これら各層間のＩｐの変化がスムーズなものとなっている。
【００５５】
　さらに、ＣｕＰｃは、アモルファスではなく結晶性の膜であるので、有機膜に比べてＣ
ｕＰｃ膜自体が熱に対して安定である。そのため、ＣｕＰｃ膜３３の上に位置し無機材料
を含む膜であるホール注入層４０は、高温で剥離しにくいものになり、安定した膜となる
。
【００５６】
　（第２実施形態）
　図３は、本発明の第２実施形態に係る有機ＥＬ素子Ｓ２の概略断面構成を示す図である
。本実施形態は、上記第１実施形態において、電子輸送層３０と発光層３１との間にホー
ルブロック層６０を介在させたことが相違点である。
【００５７】
　このホールブロック層６０により、発光層３１から電子輸送層３０へのホールの突き抜
けを防止するようにしている。
【００５８】
　具体的には、基板１０、下部電極２０、有機膜３０、３１、３２、３３、ホール注入層
４０、上部電極５０は、上記第１実施形態と同様の材質例とすることができる。
【００５９】
　そして、ホールブロック層６０としては、蒸着法により形成された厚さ２０ｎｍのＩｐ
（イオン化ポテンシャル）＞６．０ｅＶの材料からなる層とすることができる。例えばＢ
ＣＰ（２，９－ジメチル－４，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン）などが挙
げられる。
【００６０】
　このような具体的な構成とした本実施形態の有機ＥＬ素子Ｓ２によれば、その発光効率
は、上記図２に示した第１実施形態の有機ＥＬ素子の発光効率に比べて２ｃｄ／Ａに向上
した。
【００６１】
　この結果は、ホール注入層４０を形成することで、発光層３１において過剰なホールが
存在することを示し、さらに、ホールブロック層６０を挿入することで、下部電極２０で
ある陰極に突き抜けるホールを抑制したことが発光効率の向上に寄与していることを示す
。
【００６２】
　そして、このことは、本実施形態および上記第１実施形態のようにホール注入性を改善
した場合、反対側の陰極である下部電極２０側からの電子との注入バランスをいかに整え
るかが発光効率の向上に重要であるかを示している。
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【００６３】
　（第３実施形態）
　また、ホール注入層４０としては、無機物のルイス酸もしくは有機物のルイス酸が添加
されたものであってもよい。
【００６４】
　無機物のルイス酸としては塩化第二鉄等が挙げられ、有機物のルイス酸としてはＤＤＱ
（ジシアノージクロロキノン）、ＴＮＦ（トニトロノフルオレノン）、ＴＣＮＱ（テトラ
シアノキノジメタン）等が挙げられる。
【００６５】
　例えば、そのような本実施形態のホール注入層４０としては、ＤＤＱ（ジシアノージク
ロロキノン）を、酸化バナジウム（Ｖ2Ｏ5）に５％ドープした構造とすることができる。
これは、共蒸着により形成することができる。
【００６６】
　このような構成としたホール注入層４０において、上記した各ルイス酸のドープ濃度は
、酸化バナジウム等のホール注入・輸送性材料に対して１０倍以内程度がよい。
【００６７】
　これは、１０倍を超えると酸化分子すなわち酸化バナジウム等の膜中濃度が極端に少な
くなり、上部電極５０の形成時におけるホール注入層４０のダメージ防止の効果が発現し
にくくなるためである。
【００６８】
　なお、上記各実施形態において示した各例の素子構造は、単純化した素子構造であり、
下部電極２０や発光層３１等は、他の構造を使ってもよい。
【００６９】
　例えば、上記例では、発光層３１に蛍光色素をドープしていないが、ドープしてもよい
。また、下部電極２０に透明電極を用いれば、非発光時には透明で、発光時に両面から発
光を確認する構成とすることも可能である。
【００７０】
　また、ホール注入層４０の形成方法として、その下地の有機膜の分解などを避けるため
に、ダメージの入りにくい蒸着法を用いる。
【００７１】
　また、一方で、上部透明電極の構造すなわちトップエミッション構造ではなく、上述し
た一般的な構造の有機ＥＬ素子ではあるけれども、ホール注入層として、酸化バナジウム
を用いたものが、特開平９－６３７７１号公報に提案されている。
【００７２】
　この場合、トップエミッション構造でないことから、下部電極であるＩＴＯの表面処理
後にホール注入層を形成できるため、ホール注入層を３０ｎｍと厚い酸化バナジウム層に
することで高いホール注入効率を得ている。
【００７３】
　つまり、この従来公報における酸化バナジウムを用いた構成は、ＩＴＯの表面処理が可
能な一般的な有機ＥＬ素子構造におけるものであり、本発明とは課題が違う。また、電荷
注入層としての酸化バナジウム層のメカニズムも違うと考えており、その結果、上記実施
形態では、酸化バナジウム層は厚さが２ｎｍ程度と薄くてもホール注入特性を向上させて
いる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ素子を示す概略断面図である。
【図２】第１実施形態に係る有機ＥＬ素子の発光特性を示す図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る有機ＥＬ素子を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【００７５】
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　２０…下部電極、３１…発光層、
　３３…ホール注入層の直下に位置する下地層としてのホール輸送層、
　４０…ホール注入層、５０…上部電極。

【図１】

【図２】

【図３】
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